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Mapeamento do campo elétrico em transistores poliméricos
por espectroscopia SFG

SOUSA, Marcos Silva; GUNTHER, Florian Steffen; MIRANDA, Paulo Barbeitas

marcos.silva_sousa@ifsc.usp.br

Os transistores são o alicerce da eletrônica, assim como os transistores orgânicos por efeito de campo (ingl.
Organic Field-Effect Transistors, OFETs) são a base da eletrônica orgânica. Muitos dos eventos físicos
e químicos que ocorrem em dispositivos orgânicos ainda não são bem compreendidos, e isto é essencial
para que possamos otimizar tanto o desempenho quanto a durabilidade dos dispositivos orgânicos. Por
exemplo, saber como o campo elétrico é distribuído dentro das camadas dielétricas e semicondutoras de
um OFET em operação é fundamental para que se possa comparar com previsões de modelos teóricos, e
assim confirmá-los ou mesmo aprimorá-los. Existem algumas abordagens utilizadas para mapear o campo
elétrico ao longo do canal do dispositivo. (1) Neste trabalho, utiliza-se para tal o fenômeno óptico não
linear de geração de soma de frequências (do ingl. Sum-Frequency Generation, SFG) (2), que tem a
vantagem de não danificar o dispositivo e nem alterar a distribuição de cargas sondada. No entanto,
para atingir este objetivo, estudos preliminares são necessários. Sendo assim, até o momento, foram
realizadas a fabricação e caracterização (elétrica e óptica) de OFETs baseados no semicondutor orgânico
P3HT e no dielétrico PMMA. Os parâmetros do dispositivo foram obtidos das curvas de transferência e
posteriormente comparados com a literatura. O valor obtido da mobilidade de efeito de campo no regime
de saturação foi de µsat = 6, 13 × 10−4 cm2/Vs, valor semelhante àqueles relatados na literatura (3).
Para a caracterização óptica, empregamos a espectroscopia SFG para sondar o estiramento do grupo
carbonila no dielétrico polimérico. As medidas de espectroscopia SFG mostraram uma dependência linear
da amplitude do sinal SFG com a tensão de porta aplicada. Tais medidas SFG no canal de um OFET
abrem a possibilidade de mapear a distribuição espacial de carga dentro do dispositivo em operação por
microscopia SFG.

Palavras-chave: Transistores orgânicos por efeito de campo. Eletrônica orgânica. Óptica não linear.
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